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はじめに  

次世代パワーデバイス用半導体材料として窒化物半導体の GaN on GaN(GoG)が期待され、研究

開発が進められている。本研究では HVPE(Hydride Vapor Phase Epitaxy)法で製造された GaN 基板

上に、MOCVD(Metal Organic Chemical Vapor Deposition)法により GaN 層をホモエピタキシャル成

長させた単結晶 GaN ウエハの結晶性をラマン散乱分光法により評価した。 

実験方法  

評価に用いた GoG ウエハは、直径 2 インチウエハを切り出したものである。ラマン分光評価に

は光源波長 532 nm のレーザーを用いて、ウエハ断面において、MOCVD(表面)側および HVPE(裏

面)側それぞれのラマンスペクトルを測定した。GaN 結晶の断面でのラマンスペクトルとしては

A1(TO)モードによる 531 cm-1 付近のピーク、E1(TO)モードによる 558 cm-1付近のピーク、E1(LO)モ

ードによる 741 cm-1付近のピークが報告されている 1)。今回の測定では、A1(LO)モード、E1(TO)モ

ード、740~766 cm-1のスペクトル変化を測定した。 

実験結果と考察 

図 1にウエハ断面におけるMOCVD-GaN層

と HVPE-GaN 基板での各 3 点の測定点におけ

るラマンスペクトルを示す。A1(LO)モード、

E1(TO)モードのピークは MOCVD-GaN 基板、

HVPE-GaN 層ともに変化は無かった。740~766 

cm-1のラマンスペクトルのピークは765 cm-1付

近に現れ、HVPE 側のピークは強度が低いブロ

ードなピークとなった。これは、HVPE 側のド

ーピングによる高濃度キャリアに起因してい

ると考えられる。 

MOCVD-GaN 層、HVPE-GaN 基板ともウエ

ハ面内での不均一性は確認できなかった。また、

HVPE-GaN 基板においては、深さ方向の測定を

行ったが、不均一性は確認できなかった。 
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図 1 切り出し左側のラマンスペクトル 

 切り出し左側から測定 
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